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Hochstempfindliche Negativresists Medusa 82 UV

E-Beam Resists

Atzstabile, hochstauflosende E-Beamresists SX AR-N 8250

Experimentalmuster/Sonderanfertigung

Charakterisierung Eigenschaften |

- hochstauflésend E-Beam, Parameter  SX AR-N 825003 | 8250.06 | 8250.18
auch EUV (13,5nm) und DUV (250 nm) empfindlich | Feststoffgehalt (%) 30 6,0 180

- vergleichbar mit HSQ, jedoch prozessstabiler, Viskositat 25 °C (mPas) 23 2 3.2

den Fak 20 findlich Schichtdicke/4000 rpm (nm) 50 100 400

um den Faktor 2U empfindlicher, Auflsung (nm) 15 15 20

- einfacher entfernbar und deutlich haltbarer Kontrast 8 8 8

- Silsesquioxane und Sduregenerator geldst in Flammpunkt (°C) 38

Lagertemperatur (°C)" 8-12

1-Methoxy-2-propanol

* Die Produkte sind 6 Monate ab Verkaufsdatum bei vorschriftsmédBiger Lagerung
garantiert haltbar und dartber hinaus ohne Gewahr bis Etikettendatum verwendbar.
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Strukturauflésung Resiststrukturen

200 nm Stege geschrieben

Stand: Januar 2020
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mit 100 kV mit SX AR-N
8200.03/1

Medusa 82 UV Struktur mit
erhohter Empfindlchkeit

Prozessparameter Prozesschemikalien

Substrat Si 4“ Wafer Entwickler AR 300-44
Temperung 150 °C, 10 min, Hotplate Verdlnner AR 600-07
Belichtung Raith Pioneer 30 KV Stopper DI-Wasser
Entwicklung AR 300-44, 90 s, 23 °C Remover 2n NaOH, BOE
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Prozessbedingungen

Dieses Schema zeigt ein Prozessierungsbeispiel fir die Resists SX AR-N 8250. Die Angaben sind Richtwerte,
die auf die eigenen spezifischen Bedingungen angepasst werden mussen. Weitere Angaben zur Prozessierung
<, Detaillierte Hinweise zur optimalen Verarbeitung von Photoresists”. Empfehlungen zur Abwasserbehandlung
und allgemeine Sicherheitshinweise <= ,Allgemeine Produktinformationen zu Allresist-Photoresists”.

Beschichtung

SX AR-N 8250.03 | SX AR-N 8250.06

SX AR-N 8250.18

4.000 rpm, 50 nm | 4.000 rpm, 100 nm

4.000 rpm, 400 nm

Temperung (= 1 °C)

150 °C, 10 min, Hotplate

E-Beam-Bestrahlung

Raith Pioneer, Beschleunigungsspannung 30 kV

Bestrahlungsdosis (EQ): 60 uC/cm®

80 uC/cm’

Nachtemperung TISIIEN kann entfallen, bringt keine weitere Empfindlichkeitserhéhung
(optional) M

Entwicklung g AR 300-44

(21-23 °C + 05 °C) Puddle 1IN 1 190 ¢

Spulen DI-Wasser, 30 s
Kundenspezifische Ll Plasmaéatzschritte
Technologien ﬂ

Removing A 2 n NaOH

Hinweis zur Stabilitat: Die flussigen Medusa-Resists sind im Kihlschrank bei 8 — 12 °C bis zu 6 Monate stabil. Beschich-

tete Substrate kdnnen unter Normalbedingungen gelagert und ohne Einbuf3en der Empfindlichkeit oder der Auflésung

auch nach mehreren Wochen prozessiert werden. Aktuelle Untersuchungen belegen, dass bestrahlte Substrate auch

nach 21 Tagen ohne signifikante EinbuBBen in der Empfindlichkeit verarbeitet werden kénnen.
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